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GP modelinden yararlanarak bir npn tranzistor için I C = f(VBE, VBC) ba ıntısını VBE, VBC

gerilimleri ve model parametreleri cinsinden yazınız. Tranzistorun ileri yönde aktif 
çalı ma bölgesinde ve yeteri kadar dü ük enjeksiyon seviyesinde kutuplandı ını kabul 
ederek yoe çıkı  iletkenli ini VBE, VCE kutuplama gerilimlerine ba layan  
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ba ıntısını çıkartınız. Elde etti iniz ba ıntıyı irdeleyerek bir tranzistorun ç ıkı  iletkenli inin 
gerçek davranı ı ile uyumlu olup olmadı ını ara tırınız. 


